
 

 طیف تراگسیل نانوبلورهای فوتونیدر  تاثیر نقص نیمرسانا

 *زادهیاسین آسیابی، ربابه طالب 
 

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسلام ز،یواحد تبر ک،یزیگروه ف
Robab.talebzadeh@iaut.ac.ir  * 

 

 

 چکیده 
 ینانوبلورهانقص ظاهر شده در طیف تراگسیل  مد مامقاله  نیدر ا

. میرا مطالعه کرد n نوع میژرمان یمرساناینلایه نقص  شامل یفوتون

 لیتراگس فیانتقال نشان داد که ط سیماترروش  هیمطالعات ما بر پا

 می باشمد  مد نقصی یدارا یمرئ هیدر ناح ی فوتونینانوساختارها نیا

 زیو ن مرساناین یدگییآلا یچگالمانند  اپارامتره یکه تابع برخ

مورد  ینانوساختارهااین گروه از . باشند یم ضخامت لایه نقص

 یواقع م دیمف ینور کیدر الکترون مرساناین یمطالعه در کاربردها

 .شوند

 واژه های کلیدی
 .نای ژرمانیم و مد نقصنانوبلور فوتونی، نیمرسا

 

 مقدمه
باش ند   یم   یکیالکتر یسانانظر که ر نیاز ا مرساناهایسالهاست که ن

آنها ب ه   یکیاپت یهستند اما امروزه با توجه به کاربردها تیاهم یدارا

م ی   .]1[مورد توجه اند دوباره یفوتون یبلورها تیفیک یمنظور ارتقا

مشخصه  ،یتحت عامل خارج ستمیس کیبودن  ریکنترل پذدانیم که 

ن ج ا ک ه   از آهمچنین . رودیبه شمار م ستمیس کی یمهم در طراح

 نی  شکست ا بیاز جمله ضر مرسانایمواد ن یکیاز خواص اپت یاریبس

اعم ال   نیدارد. بن ابرا  ی( بستگیطیمح ی) دما یاعمال یمواد به دما

م واد   یدگیی  آلا زانی  م میمناسب و ب ه تب ع آن تنظ     یطیمح یدما

 کی   یریپ ذ  ریت ا   نی. همچن  دیآیبه شمار م یعامل مهم مرسانا،ین

 ای   یک  یالکتر دانیمانند م ،یعامل خارج کیط توس یکیاپت ستمیس

در  ت وان یآن م   یک  یاپت اتیکنترل خصوص یبرا ،یسیمغناط دانیم

 .]2-3[مو ر واقع شود یفوتون یبلورها یاز کاربردها یاریبس

شروع ش ده اس ت ب ه     1711از سال  یفوتون یبلورها یمطالعه بر رو

 یتناوب یها به صورت توده یبعد کی یفوتون یصورت که بلورها نیا

 مورد مطالعه قرار گرفته لیبراگ به تفص یها نهیمانند آ یا هیجند لا

 فوتونی  باند گاف یدارا ییساختارهاچنین نشان داد که  یلی. لرد راند

 مختل ف  شکست  بیبا ضرا ییها هیلاوقتی صورت که  نیبه ا د.هستن

ک ه   آورن د  یبوجود م یجهت باند گاف کیدر  درنیگهم قرار در کنار 

که به عن وان  برخوردار می شود بالا  یاز بازتابندگ یفیمحدوده ط کی

رس انا ب ه    م ه یاس تفاده از م واد ن  . ]2[شود یباند ممنوعه شناخته م

و  یب ار توس ط ه الو    نیاول   یفوت ون  یبلوره ا  یاز اج زا  یکیعنوان 

ب  ه بع  د از ب  ه  خیش  د. از آن ت  ار ش  نهادیپ 2222روم  ود در س  ال 

 دهیرس   یگزارش ات فراوان    یفوت ون  یدر بلورها رساناها مین یریکارگ

 یرودم ا را   ریو همک اران  ت ا    یتانگ کا 2221در سال  .]4[ است

 نی  کردند آنها به ا یبررس یبعد کی یگاف باند اول و دوم بلور فوتون

گاف باند، با دما به صورت  یکه طول موج قطع و پهنا دندیرس جهینت

ده از م  واد نیمرس  انا در ام  روزه اس  تقا .]5[کن  د یم   ریی  تغ یخط  

ساختارهای لایه ای بلور فوتونی هنوز هم مورد توجه پژوهشگران می 

 ن انو  مد نقص حاصل از اتیخصوصدر این بررسی ما نیز . ]4-6[باشد

را مطالعه  n نوع میژرمان یمرسانایننقص  هیشامل لا یفوتون یبلورها

 .میکرد

 

 ساختار و فرمول بندی مساله
شامل لایه نقص نیمرسانای لایه  نی با تناوب دویک نانوبلور فوتو

لایه نقص ضریب شکست  را در نظر گرفتیم. 1ژرمانیوم مطابق شکل 

می باشد که طبق مدل  Dبصورت  n  نوع میژرماننیمرسانای 

د الکتریکی بصورت زیر می باشپلاسما در مورد نیمرساناها گذردهی 

]12-1[: 
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 ابت دی الکتریک فرکانس بالا و فرکانس پلاسمایی الکترون که 

 وحفره عبارتست از:

(2                                                                                 ) 

 

)که در آن  )e hn  الکترون )حفره( آزاد چگالی 

  

(3) 

تعریف می  inو چگالی ذاتی  dNبصورت تابعی از چگالی دهنده 

جرم  hMجرم مو ر الکترون می باشد و  eMشود. همچنین  
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